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Propriedades Elétricas 

Lei de Ohm V RI

Resistividade 
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Metais = ~107 (m)-1 

Isolantes = 10-10 ~10-20 (m)-1 

Semicondutores = 10-6 ~104 (m)-1 
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Propriedades Elétricas 

Estrutura de bandas em sólidos 

Metais             Isolantes    Semicondutores 

Nível de Fermi 

Banda de valência 

Banda de condução 
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Átomos isolados 



Propriedades Elétricas 

Metais 

Isolantes e Semicondutores 
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Propriedades Elétricas 

Mobilidade eletrônica () 

Condutividade 

a ev E en e 

Para metais: 

t i d     

Termos correspondentes à 

efeitos térmicos, de impurezas e 

de deformações 
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Propriedades Elétricas 

Efeitos de impurezas, 

temperatura e 

deformação 
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Solução sólida 

i a a b bV V   

Duas fases 



Semicondutores 

Condutividade intrínsica 

e bn e p e   

Por elétrons e buracos 
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e b 



Semicondutores extrínsicos 

                  Tipo n 
Condutividade 

e bn e p e   

Por elétrons e buracos 
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Semicondutores extrínsicos 

                  Tipo p 
Condutividade 

e bn e p e   

Por elétrons e buracos 
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Semicondutores extrínsicos 

                   
Condutividade 

e bn e p e   

Por elétrons e buracos 
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Variação com a temperatura da condutividade 



A dependência da condutividade intrínseca com a temperatura é 

aproximadamente: 

A dependência dos portadores de carga com a temperatura é  

aproximadamente  







Exemplo 1 



Exemplo 2- 

A condutividade a 150°C (423 K): 



Dispositivos Semicondutores 

Processo de produção 
Junção p-n 

Diodos 
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Dispositivos Semicondutores 

Região de depleção 

p nQ Q

Junção p-n 

Diodos 
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Dispositivos Semicondutores 

Correntes na região de 

depleção 

Junção p-n 

Diodos 
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Dispositivos Semicondutores 

Região de depleção 

Junção p-n 

Diodos 

Corrente elétrica em 

um diodo 
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Dispositivos Semicondutores 

Transístor p-n-p 

Transístor bipolar 

Corrente elétrica em 

um transístor 

Correntes na região de depleção 

Esquema elétrico 
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Transístor p-n-p 




